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ペンタセンは新たな電子デバイスの素材として注目を集め, 研究が進んでいる. ペンタセンの

薄膜を得るためには一般的に真空蒸着法が用いられるが, 安価で大面積化が可能な薄膜作製方法

として, 光変換や熱変換で目標とする分子を合成する前駆体法が提案されている［1,2］. 本研究で

は光変換性の前駆体である 6,13-dihydro-6,13-ethanopentacene-15,16-dione (PDK)の変換過程におい

て, 薄膜温度が表面構造や結晶構造の変化にどのような影響を及ぼすかについて観察した. 

我々は放射光源を用いた時分割 X 線反射率測定［3,4］により, PDKからペンタセンへの光変換

中の薄膜の粗さや膜厚, 深さ方向の電子密度などを観察した. この手法では, 秒オーダーの時間

分解能で反射率曲線を得ることが可能である. 同時にペンタセンの 001 ブラッグピークも観察で

き, 結晶相などの評価に用いられる. 

PDKからペンタセンへの変換は波長 470 nm, 出力 70-80 mW cm-2の LED を用いて行われた. 光

変換により生成されたペンタセンは変換開始から数分程度で結晶化し, 結果として薄膜表面の粗

さの増加やブラッグピークも観察された. 光変換中の薄膜の温度によって結晶化の進行速度には

違いが見られ, 異なる結晶相が温度に応じて見られた. ペンタセンへの変換は光の照射によって

のみ進行し, 変換後の薄膜温度には依存せず結晶は安定であった. 
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